
ш J~Н~Н~НФНФi
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш

шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш~

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

К2 2633899

Способ выращивания монокристаллов Cd1_xZnxТе, где
О<х<l, на затравку при высоком давлении инертного газа
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